METAL-GaAs SOTTKi DiODUNUN iKi COPORLI ENER]i QURULUSU

Hiiseynzads Z.0., Mommadov R.Q.
Baki Déviot Universiteti
zahrahuseynzada@mail.ru

Elektron texnikasinin praktiki olaraq biitiin qurgularinda genis istifade
olunan Sottki kontaktlarinda bas veron elektron proseslori miirokkob xarakter
dasiyir vo hazirda intensiv tadqiq olunur. Toqdim olunan moruzads metal-
GaAs Sottki diodlarin (SD) enerji qurulusunun xiisusiyyatlarinin tadqigindsn
alinan naticalordon bshs olunur. Askar olunmusdur ki, real, yoni mshdud
geyri-bircins kontakt ssthins malik SD-larda slave elektrik sahasi (OES) ya-
ranir vo onlar ikicoparli enerji strukturu ils tasvir olunur [1].

Kontaktin moarkazi hissasinds ®p; va periferiyasi boyunca ®p; potensial
¢oparlorinin hiindiirliiklsri forgli olan $D-lerin enerji qurulusunun 9ES gor-
ginliyinin U tosiri ilo formalasmis tosviri sokil 1-do oks olunub.

Sak. 1. Sottki diodlarin iki ¢oparli enerji qurusunun tosviri
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Metal-GaAs SD-do ikigoporli energetik qurulusuna osasen diiz vo aks
istigamotlords VAX asagidaki diistur kimi ifads olunur:
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Tacriibi olaraq Au-GaAs SD-nun toadqiqi gosterir ki, onlarin sokil 2-da
gostarilon 100 - 320 K temperatur intervalinda VAX-lar1 (2) diisturu ilo yaxsi

tosvir olunur vs temperatur azaldiqda Uc artir.
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Sak. 2. Au-nGaAs SD-nin VAX-nin temperatur asililiglari.
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